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MEMORIA DiSCRIPTIVA
que se presents para unir a la solicitud
de

PATENTE DE INTRODUCCION
formulada el 24 de Febrero de 1.965, con el nim. 309.766
en
Esralta

por DIEZ afios
& nombre de NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION, entided
norteemericana, establecide en Denbury, Connecticut, Ee-
tados Unidos de América, por:

"UN DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR™

T e b 7 e s o+ e

Bste invento se refiers a dispositivos gemi-conduc-
tores eldetricos y los medios para montarlos y proteger-
los. Més particularmente este invento se refiere a transis-
tores nicro-miniaturs y los medios pera montar y proteger

5 tales trensistores.

Los recientes perfecclonamientos en la técnica de
producir dispositivos semi~conductores han hecho posible
hacer 1los dlspositivos extraordinariamente pequefics. FPor
ejemplo; se han formado transistores utilizando obleas se-

10 miconductoras diminutas de solamente 0,5 mm. de lado o in-
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incluso més pequefias. Los transistores tan diminutos se
denomina trend stores "micro-miniatura. Encuentran empleo
pertiocularmente ventajosos en log gparatos para sordos o
aplicaciones semejantes, en donde el tamafio reducido cons-
tituye una venteja sustancia. o
Un problems importante que se encuentra en el eﬁﬁ%éo
de transistores ten diminutos es el de gue los alaubres
conductores son extraordinariamente finos, por ejemplo.
del orden de 0,025 mm de didmetro. El empleo de slambies’
conductores de didmetros ten pequefios es neceserio & vaasa
del temefio extreordineriamente reducido de los transisto-
res & que han de ser unidos los alambres. Hstos finos
alambres conductores son extremsdamente dificiles de em~
plear pere reelizar las conexiones externas al transistor,
porque son tan delgados, que son muy dificiles de solder

y manejer. Hsta dificultad hace al transistor diminuto di-

ficil y caro pera su montaje en los equipos eléciricos.

Otro problema de los dispositivos semiconductores
de todos los tamaiios es, que cuando la oblea semi-conduc-
tora se expone a le atmdsfera, se contamina con frecuen-
cia, y sus caracteristicas eléctricas cembian en un pe-
riodo de tiempo. Este problema es egpecielmente dificil de
regolver si el dispositivo es del tamafio microministure.

De seuerdo con ello, un objeto de este invento es
proporclonar dispositives semiconductores micro-miniatu-~
ra, cuyos alambres conductores seen suficlentemente gran-
des pera ser fheilmente soléados y menipulados en el mon-
taje de equipos electrbénicos gue utilicen los dispositi-
VoS,

Otro objeto de este invento es proporelonar dispo-
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sitivos semiconductores tales que se encuentren procta-
gidos contra la contamineeidn por su exposicidn a la dmbe-
fera,

Otro objeto de este invento es proporecionar dispo-
sitivos tales que sean fédelles y relativamente baratos de

producix,
Los dibujos y desecripeiones que siguen, describen

el invento e indican algune de las maneras en que puede
gser utilizado para llenar los fines antes mencionados.’
Ademés, se sefinlardn algunas de las ventajas proporciona-
das por el invento.

En los dibujos.

La figura 1 es unsa viste en perspective, parcial-
mente arrancads de un dispositivo semi-conductor construi-
do de acuerdo con el presente invento: y

le figura 2 es une seccidn transversal en viate to-
mada & lo largo de la linea 2-2 de la figura 1.

Bl dispositivo semi~conductor se indice general-
mente por 10 enlas figuras 1 y 2, comprende, un bloque
de montaje 12, hecho de material ceramlico y que tiene una
ranure central, de forma rectangular 14, en donde se ese-
gura un transistor 16. Ista ranura 14 proporciona al blo-
que 12 tres superficies superiores separadas. Tres delga-
das tiras metdlicas 18, 20 y 22 cubren estas superficies,
Tes tiras 18 y 22 aparecen sobre las superficies superio-
res del blogue 12, y la tira 20 aparece sobre la super-
ficie inferior de ls ranura 14, Bgtes tiras sparecen re=-
presentades en los dibujos desproporcionadamente grueses,
con objeto de representarlas claremente.

Cade una de las tiraes metélicas 18, 20 y 22 consis-
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te en un substrato de nlguel y molibdeno o metales seme-
jentes sinterizados al material cerémico con una delga~
da caps de oro electrodepositado sobre el subsirato.

Bl trensistor se encuentra montado en la base cerd-
mica 12 por unién de la superficie inferior del transis-
tor 16 a la tira revestida de oro 20, situada en el fondo
del canal 14. Ia longitud del canal 14 se hace nayor que
la del transistor 16 de manera que hay una porcidn de ca-
nal gque no es ocupada por el transistor. La profundidud
del cenal 14 es igual &, o més grande, Que el grueso de
la oblea del transistor, de manera que la superficie au~
perior de la obleaz estd rasante con, o por debajo de las
superficies superiores del blogus 12, y los conductores
conectados a la parte superior del transistor no es pro-
beble que hagan contacto con la oblea y se establezea un
cortocircuito.

Dos delgados elambres 24 y 26 se encuentran asegu-
rados, respectivamente & las regiones de la base y del emi-
sor del transistor 16, que se encuentren situsdes en la
superficie superior de la oblea del transistor. Los extre-
mos libres de estos alambres se unen por compresidén térmi-
ca a lag tiras 18 y 22 respectivamente. Los alanbres 24
y 26 son extraordineriesmente finos, y tienen un didmetro
del orden de 25 mildsimes de mm, y son dificlles de mae~

nejer pere el personal que utilizas un equipo ordinario.

Sin embargo, la unidn de estos delgados alambres a las
tiras 18 y 22 se llsva a cabo sin especiel dificulted

mediante el empleo de técnicas y personal ecostumbrado

ordinariamente & la fabricacidn de transistores.

Un extremo ds cade una de los tres grandes slam-
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bres conductores 28, 30 y 32 se suelde a las tiras reves-
tidas de oro 18, 20 y 22, respectivamente. Bstos alsmbres
conductores tienen un didmetro sustancialmente mayor que
el de los alembres 24 y 26, por ejemplo del orden de
ciento veintieinco milésimas de milimetro de diémetro.
Son relativamente féciles de soldar y menejar y por ten-
t0y pueden conectarse facilmente & mano en los montajes
elédctricos, Bl alsnbre grande 28 se conecta mediante una
tira 18 al aleambre fino 24, y esto sirve como conductor
de base para el Adispositive 10. El alambre grande 32 sir-
ve similarmente para el conductor de emisor del dispositi-
vo. La superficie de fondo del transistor 16 es el elec-
trodo colector, y el alambre grande 30 sirve como conduc-
tor de colector pare el dispositivo 10 debido & su cone-~
xi6n al fondo del transistor 16 mediante la tira 20,

Un revestinlento relativemente grueso 34, de resi-
na de epbéxido cubre toda la superficie del conjunto de
menere que protege al transistor 16 y lus diversas cone-
xiones realizades en el montaje del deterioro debido a
la exposlcidn a la atmbésfera. Como se representa clera-
mente en la figura 2, la resine de epdxido llena el canal
14, Te resina de epdxido puede elegirse entre un nimero de
substancias comercialmente disponibles. Preferiblemente
es negra y opacea, de manera que evite que la luz llegue
hagte el transistor 16 y afecte posiblemente a su funcio-
namiento., Ademés, la resina de endxido debe ser bien re-
gigtente & la humedad y poseer caracteristicas razonable-
mente buenas de conductibilidad térmica.

Hl material preferido para el bloque de montaje 12

es el éxido de sluminio (Aly03) pero en su luger puede uti-
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ligarse cualquier naterial de buenas propiedades aislan-

tes y al cual puedan asegurarse tiras metalicas.

Bl dispositivo semi-conductor resultante 10 es may
pequefio de temelio, por ejemplo, 1,50 mm de ledo por 0,76

mm de grueso, y. s8in embargo es féacilmente soldable o wni.-
ble de alguna otra manera al squipo eléetrico, BEs préctié'
cemente impenstrable a la contaminacidn atmosférice, gin
embargo es de produccidn de poco gasto,

Ie anterior descripeidn del invento se ha realizédo‘
como ilugtrative pero no como limitadora. Diversos cembios
0 modificaciones en las realigeciones descritas pueden lle-
varse a cabo por los inteligentes en la materia sin apar-
tarse del espiritu o el alcance del invento como se expo-

ne en las reivindicacl onss.

~-NOTA -

Los puntos de invencidn propia, no nueva, pero no
establecida, practicade ni divulgada en Espafia, que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa~
tente de Introduccibn, por DIEZ afios, son los siguien-
teos:

12, -~ Un dispositivo semiconductor capaz ds ser he-
cho de tamafios muy pequefios y no obstente de ser féeil-
mente montado en equipos eléetricos, comprendiendo dicho
digpositivo, en combinacidén, un blogue de base eléctrica-
mente no conductor, teniendo dicho bloyue de base una parte

desplazede que forme una plurslidad de superficies elde-
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tricaments alsladas entre 8f, une capa de materiasl conduc-

tor asegurads a cada una de dichas superficies, un elemento

semiconductor de unidn asegurado a dicho blogue, estando
asegurado cada uno de log hilos conductores de electrodo
de dicho elemento semiconductor & una separada de dichas
capas, y una pluralidad de conductores, cada uno de los
cuales estd segurado a una de diqhas capas conductoras,
teniendo dichos conductores un espesor mayor que dichos
hilos conductores de electrodo de dicho elemento semicon-
ductor.

29, ~ Un dispositivo segin la reivindicacidn 1, en
el que dicho bloque de base tiene un rebajo en una de
sug superficies, y el elemento semiconductor de unidn eeté
montado en dicho rebajo, teniendo dicho rebejo une prefun~
didad tel que la superficie de dicho slemento situada més
lejos del fondo de dicho rebajo estéd sustancialmente & ni-
vel con dicha primera superficie de dicho bloque.

32, - Un dispositivo segin la reilvindicacidén 2, que
comprende en combinacibn, unblogue de meterial eléectri-
camente aislante, un rebajo en una superflicle de dicho blp=-
que,un revestimiento conductor sobre diche primera super-
fiele y otro ravestimiento conductor sobre la supsrficle
inferior de dicho rebsjo, un elemento semiconductor de
unidn montado sobre dieho rebajo y teniendo un electro-
do en contascto Gnico con dicho revestimiento conductor
scbre dicha superficie inferior de dicho rebajo, estando
la superficie més exterior de dicho elemento semiconductor

sustencialmente a nivel con dicha primere superficie de di-

cho blogue, haciendo frente al menos un hilo conductor de

slectrodo conectado a un electrodo sobre dicha superficile
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m4s exterior de dicho elemento, estando conectado dicho
hilo conductor & dicho revestimiento conductor sobre dicha
primera superficie de dicho blogque, y por lo menos dos con-
ductores relativemente gruesos, cuda uno de los cuales es-
t4 unido a uno de dichos revestimientos conductores. |

42, - Un dispositivo segin la reivindicacidn 3, en el
que dicho rebajo tiene la forma de un canal y se extieﬂﬁe
e través de dicha primera superficie de dicho bloque con
objeto de dividir dicha primere superficie en regionss se~
paradas que tlenen revestimientos conductores eléctrica~
mente aiglados entre si, el cual incluye al menos dos
hilos conductores de electrodos, cada uno de los cuales
estd conectado & uno de dichos revestimientos sobre dicha
regidn separades y a un slectrodo que hace frente sobre
diche superficie més exterior de dicho elemento, y al me-
nos tres conductores, cada uno de los cuales tiene un es~
pesor mayor que sl de dichos hilos conductores, estando
cada uno de dichos conductores eléctricaments conectado
y asegurado & uno de dichos revestimientos conduc tores.

52, - Un digpositivo seglin cuaslquier de les rei-
vindicaci ones precedentes, que ineluye un revestimlento
de resina epoxidice que cubre dicho elemento semiconduc-
tor y les conexiones entre dichas capes o revestimientos
conductores, dichos hilos conductores de electrodo y di-
chos conductores.

62, - Un dispositivo segin le reivindicacidn 5.
que incluye une capa de resina epoxidica opaca gue cubre

dicho elemento y todas las conexiones entre dicho elemen-
to, dichos hilos conductores, dichas capas o revestimien~

tog conductores y dichos conductores.
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7%, = Un dispositivo semiconductor.

Tal y como se ha descrito en la memoria que ante-
cede, representado en el dibujo que se acompafia y con los
fines que se han especifieceado.

Bsta memoris conste de nueve hojas escritas a

méquine por una sola de sus caras.

Medrid, 2 3 MAR 1965

P.A.A%jg@t
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